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Jednorezonansowy szerokopasmowy wzmacniacz posredniej czestotliwosci

Przedmiotem wynalazku jest jednorezonansowy szerokopasmowy wzmacniacz posredniej czestotliwodci,
znajdujacy zastosowanie szczegélnie do wzmacniania sygnatéw radiolokacyjnych, w torze posredniej czestotli-
wosci.

Znane tranzystorowe wzmacniacze szerokopasmowe posredniej czestotliwodci zawieraja badz zlozone
obwody wielorezonansowe, badz tez obwody sprzgzone, co ma miejsce zwtaszcza w uktadach stosowanych
w odbiorczej technice radiolokacyjnej, wymagajacych krétkich stanéw przejsciowych po dziataniu silnych sygna-
1éw. ‘ -

Wymienione wzmacniacze sa bardziej skomplikowane od wzmacniaczy jednorezonansowych zaréwno
w wykonaniu jak i strojeniu. Uzyskanie symetrycznej charakterystyki przenoszenia, uktadu zawierajacego obwo-
dy sprz¢zone wymaga ze wzgledu na znaczny rozrzut konduktancji wejéciowej wzmacniacza, oprécz dostrajania
obwoddéw sprzgzonych réwniez doboru ich rezystoréw ttumigcych, co znacznie wydtuza czas strojenia i ze
‘wzgledu na duza ilo$é stosowanych elementéw — pogarsza niezawodno$¢ uktadu.

Wzmacniacz wedtug wynalazku sktada sig¢ z ,,n” stopni tranzystorowych, pracujgcych w uktadzie o wspél-
nym emiterze. Pomigdzy poszczeg6lnymi stopniami wzmacniajacymi znajdujq si¢ réwnolegte obwody rezonanso-
we, polaczone zjednej strony z Kolektorami tranzystoréw stopni poprzedzajacych, z drugiej strony z bazami
tranzystoréw stopni nast¢pujacych. Kazdy obwdd rezonansowy zawiera dwa rezystory ttumigce, z ktérych jeden
jest wtaczony réwnolegle do obwodu, a drugi jest potaczony szeregowo z cewks stanowigcg indukcyjno$é obwo-
du.

Dla tego rodzaju wzmacniacza, ktéry moze by¢ traktowany jako wzmacniacz wizyjny szerokopasmowy
z korekejg charakterystyki czgstotliwosciowej, mozna uzyskaé¢ znacznie wigkszy iloczyn wzmocnienia i szero-
kosci pasma niz dla klasycznego wzmacniacza z réwnolegtlym obwodem rezonansowym, posiadajgcym réwnole-
gly rezystor ttumiacy.
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We wzmacniaczu wedtug wynalazku symetria charakterystyki przenoszenia jest zagwarantowana odpowie-
dnim doborem rezystoréw ttumiacych. Strojenie uktadu jest dokonywane jedynie poprzez dobér indukcyjnosci
cewek obwod6éw rezonansowych, bez potrzeby doboru rezystoréw ttumigcych. Doktadno$é ustalenia indukcyj-
nosci cewek jest mato krytyczna.

Wynalazek jest pokazany na przyktadzie wykonania odtworzonym na rysunku przedstawiajacym schemat
ideowy dwdch stopni wzmacniajacych wzmacniacza, zrealizowanych na tranzystorach T, iT,, pracujacych
w uktadzie o wspélnym emiterze. W obwodach kolektorowych tranzystoréw T, iT, znajduja si¢ rezystory
ttumigce, odpowiednio: R, i Ry. Réwnolegle do tych rezystoréw sg dotaczone gatezie, w ktérych znajduja sie
inne rezystory ttumiace, odpowiednio R, i R4, szeregowo potgczone z cewkami, odpowiednio L; i L,.

Szeregowa gataz R,L, tworzy z pojemnoscia Cty irezystancja Rya tranzystora T, oraz z rezystorem
ttumigcym n,, réwnolegly obwdd rezonansowy A. Analogicznie, z elementéw R4L,, parametréw Ct3 i RT3
tranzystora T; stopnia nastgpujacego oraz z rezystora R; jest utworzony drugi obwdd rezonansowy B, znajduja-
cy si¢ pomigdzy kolektorem tranzystora T, a bazg tranzystora T,.

Pomiedzy réwnolegltymi gateziami obwodéw rezonansowych A i B, zawierajagcymi rezystory ttumigce,
znajduja sie szeregowo wigczone kondensatory, odpowiednio C, i C,, stuiace do rozdzielania napig¢ statych
i stanowigce zwarcie dla czestotliwosci pracy f, wzmacniacza. ‘

 Wzmacniacz wedtug wynalazku ma postaé wzmacniacza szerokopasmowego wizyjnego skorygowanego
indukcyjnuodciami Ly i Ly, silnie przekompensowanego przy czgstotliwosci pracy fo. Przy odpowiednim dobraniu
wspGiczynnika korekcji, co jest dokonywane przy pomocy rezystoréw ttumigcych, uzyskuije si¢ wigkszy iloczyn
wzmocnienia i szerokosci pasma oraz symetryczny przebieg charakterystyki przenoszenia woké6t czestotliwosci
pracy fp, z uwzglednieniem zmian parametréw tranzystora w funkcji czgstotliwosci.

Zastrzeienie patentowe

Jednorezonansowy szerokopasmowy wzmacniacz posredniej czestotliwosci, sktadajacy si¢ z ,,n” stopni
tranzystorowych, pracujgcych w ukladzie o wspélnym emiterze, posiadajacy réwnolegte obwody rezonansowe
pomiedzy kolektorami tranzystoréw stopni poprzedzajacych a bazami tranzystoréw stopni nast¢pujacych,zn a -
mienny tym, Ze kaidy réwnolegty obwodd rezonansowy (A) i(B) zawiera dwa rezystory ttumigce,
z ktérych jeden (R,) i (R3) jest whaczony réwnolegle do obwodu, a drugi (R;) i (R4) jest potgczony szeregowo
z cewkg (L, )i (L,), stanowigcg indukcyjnos¢ obwodu rezonansowego (A i (B).
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